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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月6日(2020.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、加工対象物（半導体基板）１がドライエッチング処理時よりも減圧の雰囲気下に
置かれる減圧処理が施される。減圧処理では、真空ポンプ２０６が稼働することによりチ
ャンバー２０１内が真空にされる。つまり、減圧処理では、チャンバー２０１内が真空引
きされる。ドライエッチング処理による反応済み滞在反応副成物が真空ポンプ２０６を介
して配管を通じて排出される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図１６に示されるように、第１のドライエッチング処理の後に、第１の減圧処理が施さ
れる。第１の減圧処理では、加工対象物（半導体基板）１が第１のドライエッチング処理
時よりも減圧の雰囲気下に置かれる。これにより、図１１に示されるチャンバー２０１内
から第１のドライエッチング処理時の反応済み滞在反応副生成物が除去される。このため
、第１のドライエッチング処理により形成された溝９内に残留した反応済み滞在反応副生
成物が溝９内から除去される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図１８に示されるように、第２のドライエッチング処理の後に、第２の減圧処理が施さ
れる。第２の減圧処理では、加工対象物１が第２のドライエッチング処理時よりも減圧の
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雰囲気下に置かれる。これにより、第２のドライエッチング処理時の反応済み滞在反応副
成物が除去される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　圧力が１０Ｐａ未満の場合にはエッチングの反応速度が遅くなることによりエッチング
速度が遅くなるため、圧力は１０Ｐａ以上とされる。また、真空ポンプ２０６を用いて圧
力を１０Ｐａ未満にするには時間がかかるため、圧力は１０Ｐａ以上とされる。また、圧
力が１０Ｐａ未満とされても溝９から排出される反応済み滞在反応副生成物の量は圧力が
１０Ｐａとされた場合と略変化しないため、圧力は１０Ｐａ以上とされる。また、ターボ
分子ポンプではなくメカニカルブースターポンプを用いて圧力を１０Ｐａにすることがで
きるため、圧力は１０Ｐａ以上とされる。また、真空装置では圧力を９０ｋＰａよりも上
げることは困難であるため、圧力は９０ｋＰａ以下とされる。プラズマレスの三フッ化塩
素（ＣｌＦ３）ガスでは、１０Ｐａ以上９０ｋＰａ（ａｂｓ）以下の圧力の範囲にわたっ
てエッチングすることができる。このため、圧力の範囲は１０Ｐａ以上９０ｋＰａ（ａｂ
ｓ）以下とされる。三フッ化塩素（ＣｌＦ３）ガスは、珪素（Ｓｉ）、タングステン（Ｗ
）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）およびモリブデン（Ｍｏ）をエッチングする
ことができる。このため、加工対象物１の材料として珪素（Ｓｉ）、タングステン（Ｗ）
、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）およびモリブデン（Ｍｏ）が用いられる。加工
対象物１の材料の各フッ化物の沸点以上にすることで、各材料におけるエッチング速度が
確保することができるため、温度が材料の各フッ化物の沸点以上とされる。加工対象物１
に形成されたデバイスをダイシングする際の最高温度は２００℃であるため、温度は２０
０℃未満とされる。
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